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Odilio B. G. Assis e VictoT Bertucci Neto (Depto de Física e Ciên. Mat. - IFQSC/USP). -I;
As ligas Si-Ge tell\ sido eq>regadas can exito em dispositivos geradores de po~ência tenroelétl'iêa,
a al tas temperaturas. Na utilização de radioisótoi?Os como fontes de alimenta..ção tém.l.::a, os e~
mentos utilizados são obtidos via metalurgia do po por apresentarem sensível redlção da COJldu...,;
tividade ténnica devido ao espalhamento de fonons pelos contornos de grãos. ;A recluçãc de ~ oo"
ocasiona 8lIIIento nos valores da Figura de Mérito (Z), interpretado CClllO l.IIlL"'1creaento nos .
valores de eficiência na geração tel"JlDelétrica Jo dispositivo CClllO l.IIltodo. Para cristais caao' o
grãos menores que 5 microns, apesar de ligeira redução da condutividade elét!!"ica, é ü['servado
decréscimos da ordem de 30\ na condutivi~ térmica (em relação a monocristais de mesma Ct1!qlo..
s íçâo) na temperatura de trabalho (700-900 C). Essa ~ão da condutividade témica :avorece o
um aumento de aproximadamente 15\ na eficiência da geraçac elétrica. (IEAv;CTA~

20-0.1.4 si-Ge SINmUZAInS PARAGERAÇ1C IE roI1lNclA ). RADlOLSOI'tFa;.

21-0.1.4 PROBLEMA DE TEMPO DE COBERTURA NA REDE
A.W •• e.iro~.kv, .éctor O.•• rtin e •• urlcio D. Coutimbo-Tilbo.
Departamento de Flajea, Univeraidade Federal de PerDa~ucc.
50739 Recife -PE.

Poucos modelos matem~tieos foram de tantl utilidade nas clencias aat~rai. como ~
e~tat~stica de c~minbadas rand5micas. Recentementel propusemos um probleffiB novo'Pt
rem Simples e mUlto lnterelsante: o problema de tempo de cobertura que estudamo.
numericamente, isto é, qual é o tempo mínimo (.édio) t que uma caninhada preci'epara visitar 01 N sítiol ds rede. Definimos o expoente de cobertura a com, t-Na Qo
limite termodinâmico de N~m estudando o problema em uma e dua. di~en!ões ~uma re4,
linear e quadrada com condições periódicas de contorno. Também discutimos v~rie.
generalizações possíveis do problema.

I. The Covering Time Problem, A.M. Nemirovsky, Héctor O. Kartin e Kaurícic D. Cou-
tinho Filho. submetido para publicação.

CONDUTIVIDADE E KEDIDAS DO EFEITO RALL EM POLIANILINA. A. G. de Kelo Junior. W.M. de
Azevêdo e F. B. Diniz (Departamento de Químics Funda.ental - UFPE - Recife, PE).
22-j). 1. 4

No pas~ar da década, vários resultados tanto teórico quanto experimental tem sido publicados sobre
a polianilina, com o intuito de tentar explicar o mecanismo de condução deste pclí ••ro. Se.te tra-
balho nó. apresentamos 01 resultadol experimentais do valor da condutividade da po1iani li na dopada
com ions de prata Ag·, o valor do coeficiente Hall e sinal do portador de cargs na po:,anilina
dopada por protons. Os resultados de condutividade a temperatura ambiente foram obtidos com um ~
didor de quatro pontas, conatruído •• nosso laboratório cujo baixo valor de condutividacF
o :: 10-2n-1cm-l pode ur analindo em teraos do grau de oxidação aofrida pelo polí.ro c'evidoao.
ions de Ai·. ,Quanto ao valor do coeficiente Rall U88 vez qu~ obtemos um valor pars este, isto iQdi
ca que a condução na poUanilina é eletrônica ao invés de iônica e o valor R e- 6,35 x 1('-7 ~.,
indica que a condutividade do polí••ro é devido a portadores do tipo p.

23-0.1.4 I U'rUDOSDECOLORAÇ:Ao DI CRIStAIS DE1IaF:1In++:OO- - L. Ventura e M. siu Li - Instituto
de rísica e Química de são Carloa - uSP.
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A criação de centros de cor foi enfrentada neste tipo de sistema que apresenta pro-
priedades óticas para a criação de IleIDÓriaótica por proceso

" fotoquímico. Diferentes "" r.odos da
co loração foram usados, tail como: coloração adi tiva, Raios-X, Raios-r e UV. são apr eser.r ados re-
sultados coa relação à taxa de crescimento dos centros durante a geração de centros e taxa de des-
truição de centros por excitação na própria banda do centro de cor.

Experimentalmente, há uma concentração muito grande de centros F, cuja ban~a de a~
sorção fica por volta dos 340 na <Criação de centros F por raios-X), que ao serem expo s t os à 111I
F cria-se uma outra banda de absorção em 500 na, como uma consequência do decréscimo da banda ••
340 nm. Porém, a área total sob a c~rva relativa ao espectro de absorção permanece a mEsma. Há,
então, um deslocaaento de centros de cor de uma região para a outrs quando exposto à luz f, ao COD-
tr~rio do desaparecimento que ocorre por exemplo, para o cristal de ~CI.

24-0.1.4 I &sT1JJ)() DA nrrEUÇ:Ao DAS IIU'URI'.ZAS SUBSTlttlCICllAIS eu· I CII- lIA UI>!; DI rc: - K. Siu
Li, L. Oliveira e P. Kagna - In&tituto de Física e Química de são Carlos - USP.

O eatudo da intenção das illpurezas Cu· e 01- num cristal de ~CI é feito atrnvés das
técnicas de ••didas de corrente de despolarização teraoeatiaulada (lTC) e de absorção ót~ca. AI
~stras crescidas de KCl + 1% KCN • 11 CuCl apresentam illpurezaa de OCN-, cuja associaçÊ0 com o
Cu também é obaervada. Na absorção ótica obaerv&80s ~icos em 260 na, atribuido ao cb+ e ~,'troa a.
251, 228 e 210oum, atribuidos à interação de Cu· e CN I OCN-. Foi feito o estudo sistemó~Lco de
correl a;ão com outras jUIOstras crescidas de \(Cl • 1% ~CN, ~Cl • 11 \(OCN e ~CI + 1'1 ~OC" • 1% cuel.
Picos de ITC são observados em 54 ~ e 56 \( no sistema de ~CI + 1'1~CN + 11 CuCI que preC1S8BI ain-
da ser correlacionados com picos de Cu· e OCN- em sistemas isolados (56 e 45 K). Apresenlam08 re-
sultados com relação ao ajuste de curvas de lTC e determinação da energia de ativação e tempo de
relaxa~ão. A energia de ativação dos picos de ITC ficam em torno de 0,160 eV e 0,165 eV.
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